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■シリコンチューブ200℃加熱時のシロキサン発生量の評価
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＊環状ジメチルシロキサン3量体(D3)～9量体(D9)は標準物質を用いて定量しています。
10量体(D10)以降は、 5量体(D5)での換算定量結果になります。

シロキサン総量： 1.0mg/g

データ

低分子シロキサンの定量分析

概要

シリコーン製品からアウトガスとして発生するシロキサンは、揮発しやすく基板等に付着しやすい成分で
す。シロキサンが付着すると、光学系レンズの曇り、膜の剥離や密着不良、リレー回路の接点障害など
の悪影響が出ることが知られており、シロキサンのアウトガス量を調査しておくことは重要です。
本資料では、シリコンチューブを200℃で加熱した際の環状ジメチルシロキサンの発生量を調査した事例
を紹介します。
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アウトガス中のシロキサンをngオーダーで定量します

測定法 ：GC/MS
製品分野 ：LSI・メモリ・パワーデバイス
分析目的 ：組成評価・同定・微量濃度評価
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■シロキサンの付着による不具合例
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